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SF 816, SF 817, SF 818, SF 819 pnp
SF 826, SF 827, SF 828, SF 829 npn

Silizium-Hochfrequenztransistoren fiir Breitbandverstarker und mittelschnelle
Schalter.

Technische Daten
Bauform: 81
Masse: =1g

Gehause: 3-poliges SOT-54-Plastgehduse

AnschluBbelegung:
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1 - Kollektor
2 — Basis
3 —Emitter
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Grenzwerte, giiltig flir den Betriebstemperaturbereich:

SF 816,817, 818, 819 SF 826,827, 828, 829

Uceo -20 -—-30 —-60 -80 33 66 100 120 V
s -20 -30 —60 —80 20 30 60 80 V

le —-500 500 mA
lem —1000 1000 mA
lg 250 —-250 mA
Piat™)

(fir #,=25°C) 735 735 mwW
9; 150 150 "C
Rinja™) 170 170 K/W
B, —40... +125 ~-40..+125  °C

*) Piee=735 mW und Ry,;,=170 K/W gilt, wenn der Transistor mit max. 5 mm langen
AnschluBdrahten auf einer Leiterplatte mit einer Kupferflache von Ag,=0,1 cm? fiir
den Kollektoranschlul® angeordnet ist.



Statische Kennwerte (#,=25°C—5K):

/leao/ SF 816
SF 817
SF 818
SF 819

SF 826
SF 827
SF 828
SF 829

Nepo/ SF 816

SF 826 ... SF 829

(bei —Ueg=20V)
{bei =Ugg=30V)
{bBi —Ucﬂ=ﬁﬂ V]
{hBi —U{_-,B=BU "'J‘]

(bei Ucg= 33 V)
(bei Ueg= 66 V)
[bﬁi U¢g=1ﬂ{} 'i”
(bei ch= 100 "H’:l
(bei Ucg=120V)

=100 nA

Tt S R
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=100 nA

= 60nA
=1000 nA

- SF819 (bei ~Ugg=5V) : ) _4 A

fu;gmcg{)f {bei /lc/=10 mA)
SF816,SF826 : =20V
SF817,5F827 : =30V
SF818,SF828 : =60V
SF819,SF829 : =80V

(bei _'UEB=? V)

) =

/Ucesar/ (eI /lc/=160 mA, /lg/=15mA) : <05V

h?‘E lbﬂi .I'-U[',Enl'-=2 V. flc.f:En mA]

Selektionsklasse

-

mogomal

18...35
28 ... 71
56 ... 140
112... 280
224 ... 560

Dynamische Kennwerte (#,=25°C—5 K):

fr (bei /Uge/=10V, /lc/=10mA, f=15 MHz : =60 MHz



Warmewiderstand der SOT-54-Gehéuse (SF 826, SF 816) in Abhangigkeit des Abstan-
des Gehause—Platine (a) und der Kupferflache am Kollektoranschiu® (Ag,).
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